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摘要(译)

半导体器件（&lt;b&gt; 1001 &lt;/ b&gt;）包括包括栅电极的薄膜晶体管
（&lt;b&gt; 103 &lt;/ b&gt;）（&lt;b&gt; 3 &lt;/ b&gt; &lt;/ i&gt;），源极
和漏极（&lt;b&gt; 13 &lt;/ i&gt;，&lt;/ b&gt; 13 &lt;/ b&gt; &lt;/ i&gt;）和
氧化物半导体层（&lt;b&gt; 7 &lt;/ b&gt;）和源总线（&lt;b&gt; 13 &lt;/ 
b&gt; &lt;i&gt; s &lt;/ i&gt;）。源电极，源极总线和漏电极包括第一金属
元素，氧化物半导体层包括第二金属元素。当沿着其衬底的法线观察
时，源电极，源极总线和漏电极的至少各个部分与氧化物半导体层重
叠。低反射层（&lt;b&gt; 4 &lt;/ i&gt; &lt;b&gt; 4 &lt;/ b&gt; &lt;d&gt;），
其包括第一和第二金属元素并且具有在源极和氧化物半导体层之间，源
极总线和氧化物半导体层之间以及漏极线和氧化物半导体层之间形成了
比源极电极更低的可见辐射反射率。
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